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В последние годы диоксид ванадия (VO2) привлекает внимание как материал пост кремниевой электроники и нейроморфных систем. Он является интеллектуальным материалом, который под действием различного рода внешних воздействий (свет, тепло, электромагнитное поле, механические напряжения и т.д.) испытывает резкий обратимый фазовый переход. При этом VO2 переходит из моноклинной (M) полупроводниковой в тетрагональную (R) металлическую фазу и сопровождается изменением электрических и оптических характеристик до нескольких порядков [1]. Благодаря таким уникальным свойствам, VO2 является перспективным материалом как для множества новых перспективных функциональных приборов (сверхбыстрые переключатели, мемристоры, нейроморфные устройства и т.д.), так и для фундаментальных исследований свойств фазового перехода [2]. Для массовых практических применений важна интеграция VO2 в кремниевую технологию. Это подразумевает синтез высококачественных пленок VO2 на кремниевых структурах и исследование влияния внешних воздействий на электрофизические свойства материала и на параметры фазового перехода (величина скачка сопротивлений, температура фазового перехода и т.д.). Однако, получение высококачественных пленок VO2 на аморфных подложках SiO2/Si до сих пор является нерешенной задачей. Граница раздела подложка – пленка VO2 оказывает свое влияние на качество характеристик фазового перехода в VO2, однако в литературе этому влиянию в системе VO2 уделено мало внимания. 

В данной работе исследуются поликристаллические пленки VO2, синтезированные на подложке SiO2/Si. Были использованы два типа слоев SiO2, полученных сухим и влажным термическим окислением. На обоих типах SiO2 методом химического осаждения из газовой фазы были синтезированы высококачественные (т.е. испытывающие скачок сопротивлений до и после фазового перехода по величине больше, чем 5·103) поликристаллические пленки VO2 [3]. Показано, что характеристики фазового перехода в пленках VO2 существенно зависят от способа получения оксида кремния. При вариации условий синтеза пленок VO2 на обоих типах подложек, всегда более высокий скачок сопротивления при температурном фазовом переходе наблюдается в структурах, полученных на сухом SiO2. При этом условия синтеза, при которых получаются максимальные значения скачков сопротивления пленок VO2 на двух типах подложек, совпадают. Полученные значения являются одними из лучших для поликристаллических пленок, описанных литературе, для подложки SiO2 и сравнимы с бездефектными эпитаксиальными пленками и нанокристаллами [4]. На основании результатов измерений эффекта поля в структурах VO2/SiO2/Si показано, что граница раздела SiO2 – VO2 оказывает значительное влияние на свойства переходного слоя VO2. Затворное напряжение модулирует ток стока в пленках VO2 синтезированных на сухом SiO2 почти на порядок лучше, чем в пленках на влажном SiO2. 
Данная работа перспективна для дальнейшего изучения VO2, а также разработки на его основе новых электрических и оптических приборов. Исследованные структуры полностью совместимы со стандартной кремниевой технологией.
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